Исследование влияния условий окислительного отжига ВТСП-лент II поколения на их критические параметры
Нигаард Рой Роевич
Студент

Московский Государственный Университет имени И.М. Ломоносова, факультет Наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: rnygaard@mail.ru
Несмотря на довольно высокую развитость технологии получения тонких сверхпроводящих пленок, все еще ведутся интенсивные исследования способов получения пленок более высокого качества. Многочисленные исследования позволили сделать вывод, что условия окислительного отжига оказывают непосредственное влияние на критические параметры тонких пленок купратных сверхпроводников, однако анализ литературы показал, что систематического исследования данной зависимости до сегодняшнего дня проведено не было. 

В данной работе уделено внимание исследованию влияния на критические параметры пленок GdBa2Cu3O7-( толщиной приблизительно 1.2 мкм с искусственно введенными центрами пиннинга (BaSnO3 3% мас.) следующих параметров: температуры отжига, времени отжига и скорости охлаждения.
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На основе полученных экспериментальных данных было получено следующее эмпирическое уравнение зависимости Ic от варьируемых факторов:
Далее с образцов (с наибольшим и наименьшим значением критического тока) были сняты рентгенограммы. Как известно, насыщение кристаллической решетки пленки RBCO кислородом ведет к ее сжатию вдоль кристаллографического направления [001], и на рентгенограмме это должно выражаться в виде сдвига соответствующих пиков в сторону больших углов. 
По итогам проделанной работы можно было сделать следующие выводы:
· Скорость охлаждения 0.2(С/мин. обеспечивает более высокое значение критических токов чем скорость 1.3(С/мин.

· По предварительным результатам наиболее высокое значение критического тока имеет образец, отжигавшийся в течение 120 минут при температуре 420°С и охлаждавшийся со скоростью 0.2°С/мин.
· Анализ рентгенограмм не показал наличия смещения пиков [00l] RBCO в образце с наибольшим критическим током относительно пиков образца с наименьшим критическим током. Впрочем, этот факт еще не позволяет однозначно сделать вывод об отсутствии различия степени насыщения кислородом (в силу природы исследуемого объекта), и далее будут проводиться дополнительные исследования для ее определения.
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X1, Х2, Х3 – кодированные значения температуры отжига (°С), времени отжига (мин) и скорости охлаждения (°С/мин), соответственно
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